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차세대 실리콘 나노디바이스에는 물성이 우수한 새로운 재료를 적용하려는 노력이 진행되고 있

고 또한 나노구조를 만들기 위해서 새로운 공정이 개발되고 있다. 그 대표적인 예가 게이트 절

연막에 높은 유전상수를 갖는 유전체를 활용하고자 하는 노력이고 게이트 전극에는 일함수가 

적합한 물질을 활용하고자 하는 노력이다. 또한 나노소자에 적용가능한 원자층 화학증착 공정

이 활발하게 연구되고 있다. 이 발표에서는 이 분야에 적용하려는 물질과 소자에 대한 기본지식

을 소개하고 특히 원자층 화학증착공정의 기본 개념, 화학전구체 관련 반응메카니즘, 열화학 반

응 및 플라즈마 반응을 이용한 원자층 화학증착에 대해 소개한다.  


